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Description

[0001] La présente invention concerne un afficheur
matriciel a cristaux liquides LCD (Liquid Crystal Display),
et plus particulierement les afficheurs du type a matrice
active.

[0002] Les afficheurs a matrice active comprennentun
élément actif au niveau de chaque pixel, qui est com-
mandé de maniére appropriée par un dispositif d’adres-
sage des pixels, pour afficher un niveau de gris corres-
pondant a une donnée a afficher.

[0003] Le dispositif d’'adressage des pixels comprend
de maniére habituelle un circuit de commande des lignes
de sélection de rangées de l'afficheur, communément
appelé driver ligne, par lequel les rangées sont sélec-
tionnées une a une en séquence, surchaque trame vidéo
et un circuit de commande des colonnes de pixel de I'af-
ficheur, communément appelé driver colonne, par lequel
les niveaux de tension correspondant aux données a af-
ficher sont appliqués sur les colonnes. Dans la suite on
utilise le terme "driver" ou "drivers" pour désigner ces
circuits de commande ou le dispositif d’adressage. Ces
drivers sont dits intégrés quand ils sont réalisés sur le
méme substrat que la matrice active, en périphérie de
cette matrice et avec la méme technologie de fabrication.
[0004] Selon I'état de l'art de la technologie silicium
amorphe, les drivers lignes intégrés sont du type a haute
impédance de sortie de maniére a limiter le stress des
transistors et donc la dérive de la tension de seuil de ces
derniers. Avec de tels drivers, lorsque les lignes sont non
sélectionnées, soit plus de 99% du temps d’adressage
de l'afficheur, elles sont dans un état dit flottant. Dans
cet état, les lignes sont sensibles a toutes les variations
parasites, et en particulier celles liées aux couplages ca-
pacitifs dues aux croisements des lignes avec les colon-
nes. Plus précisément, pour chaque nouvelle ligne sé-
lectionnée, les données a afficher sont appliquées sur
toutes les colonnes de l'afficheur : du fait des couplages
capacitifs dus aux croisements entre les lignes et les co-
lonnes, les lignes non sélectionnées voient les niveaux
de tension qui varient sur ces colonnes. Ceci n’est pas
sans conséquence sur la qualité d’affichage de I'affi-
cheur.

[0005] En particulier, ces couplages peuvent entrainer
une sélection non désirée d’'une ligne de I'afficheur et les
données de cette ligne peuvent s’en trouver modifiées.
C’estle probléme dit de multi-sélection de lignes. Ce pro-
bléme de couplage ligne-colonne est notamment décrit
danslademande EP 0883 102 A qui propose l'utilisation
d’une ligne capacitive dans une matrice, dont le niveau
de tension est élaboré par un comparateur, en fonction
du niveau du couplage capacitif mesuré, dans le but de
compenser ces couplages.

[0006] D’autres effets néfastes peuvent se produire
selon le mode de réalisation de la capacité de stockage
associée a chaque électrode pixel de la matrice active.
Notamment, lorsque cette capacité de stockage est réa-
lisée avec la ligne de sélection de rangée des pixels, ces
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couplages vont aussi entrainer des variations de niveaux
de tension stockés sur les pixels via la capacité de stoc-
kage. La qualité de I'affichage s’en trouve affectée.
[0007] En outre, dans une telle structure, la capacité
totale de chaque ligne dépend de l'information vidéo af-
fichée sur les pixels de cette ligne, via la capacité de
stockage. En effet, cette capacité totale dépend au pre-
mier ordre de la somme de toutes les capacités de cou-
plage entre cette ligne et chacune des colonnes de la
matrice, plus la somme de toutes les capacités de stoc-
kage en série avec les capacités cristal liquide associées,
réalisées avec cette ligne. Cette dépendance peut en-
trainer des non uniformités d’affichage.

[0008] Un objet de l'invention est de résoudre les dif-
férents inconvénients liés a l'utilisation de tels drivers li-
gnes.

[0009] Une solution technique a été trouvée dans l'in-

vention pour résoudre ces différents inconvénients, eten
particulier pour supprimer la sensibilité aux couplages
parasites, par I'implantation sur chaque ligne d’une ca-
pacité de stabilisation. La taille de cette capacité est choi-
sie suffisamment grande pour stabiliser la ligne et limiter
les perturbations vidéos par exemple a un niveau infé-
rieur au pas de I'échelle des niveaux de gris de I'écran.
Cette capacité implantée sur chacune des lignes de sé-
lection de la matrice permet de stabiliser le niveau de la
ligne associée. Le fonctionnement de I'afficheur et ses
performances d’affichage, en particulier I'uniformité de
I'affichage sont améliorés.

[0010] Un autre objet de I'invention est d’éviter les per-
tes de rendement de fabrication liées a I'implantation
d’'une telle capacité sur chaque ligne, en prévoyant de
maniére avantageuse des zones de réparation.

[0011] L’invention concerne une matrice active pour
un écran a cristaux liquides, comprenant dans une zone
active une pluralité d’électrodes pixels chacune adres-
sable au moyen d’une ligne de sélection parmi N lignes
de sélection et d’'une ligne de donnée parmi M lignes de
données, les lignes de sélection étant adressées en sé-
quence au moyend’un circuit de commande; et pour cha-
que électrode pixel, une capacité de stockage connectée
a I'électrode pixel, caractérisée en ce qu’elle comprend
dans la zone active et pour chaque ligne de sélection
reliée a une sortie du circuit de commande, une capacité
de stabilisation de ligne dont une premiere électrode est
reliée a ladite ligne de sélection et une deuxiéme élec-
trode est connectée a un bus conducteur alimenté par
une tension de référence continue et qui est distribuée
le long de la ligne de sélection, équivalente a M capacités
de stabilisation élémentaires disposées en paralléle, une
par ligne de donnée.

[0012] Selon un mode de réalisation de I'invention, la-
dite capacité de stabilisation est connectée entre la ligne
de sélection associée et un niveau de référence de I'af-
ficheur, typiquement un niveau de référence parmi les
alimentations analogiques du circuit de commande des
lignes.

[0013] Selon un mode de réalisation de I'invention, la
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capacité de stabilisation d’'une ligne de sélection est for-
mée dans la zone active et distribuée le long de ladite
ligne, au moyen d’un bus conducteur comprenant des
parties en vis a vis des lignes de sélection, séparées du
niveau de ces lignes par au moins une couche d’isolant.
Ce bus peut étre réalisé par un plan conducteur, ou par
un réseau de conducteurs paralléles, verticaux ou hori-
zontaux. Le bus conducteur de la capacité de stabilisa-
tion de ligne selon I'invention peut avantageusement for-
mer une capacité de stockage supplémentaire pour cha-
cun des pixels.

[0014] L’invention concerne aussi un afficheur matri-
ciel a cristaux liquides comprenant une telle matrice ac-
tive et un procédé de réalisation d’une telle matrice ac-
tive. D’autres avantages et caractéristiques del'invention
apparaitront plus clairement a la lecture de la description
qui suit, faite a titre indicatif et non limitatif de I'invention
et en référence aux dessins annexés, dans lesquels :

- lafigure 1illustre un schéma électrique d’'une matrice
active selon I'état de I'art ;

- la figure 2 illustre un premier mode de réalisation
d’'une capacité de stabilisation de ligne;

- lafigure 3 illustre un mode de réalisation d’'une ca-
pacité de stabilisation de ligne selon l'invention ;

- lesfigures 4 et 5 illustrent chacune une variante du
mode de réalisation selon I'invention illustré a la fi-
gure 3.

[0015] Lafigure 1 illustre schématiquement une matri-
ce active d’'un afficheur selon I'état de I'art, qui comprend
N x M pixels arrangés en N rangées telles que Row,,_4
et Row,, et M colonnes telles que Col,;, et Col,+4. Chaque
pixel est adressable par une ligne de sélection et une
ligne de donnée de la matrice. Un circuit 1 de commande
des lignes de sélection, communément appelé "driver
ligne" fournit ainsi séquentiellement un signal d’adressa-
ge sur chacune des N lignes de sélection. Notamment il
commande les lignes de sélection r,,_; et r, des rangées
Row,,_¢ et Row,,.

[0016] Un circuit 2 de commande des colonnes, com-
munément appelé "driver colonne" applique les niveaux
de tension correspondant aux niveaux de gris a afficher
sur chacun de M lignes de données associées aux M
colonnes de pixels. A chaque colonne de pixels de I'af-
ficheur, correspond une ligne de donnée qui est pilotée
par le driver colonne 2. Notamment les lignes de données
Cn, et ¢4 SONt celles associées respectivement aux co-
lonnes Col,, et Col,44-

[0017] Lesdriversligne 1 et colonne 2 peuvent étre du
type intégrés sur la matrice. Dans ce cas ils sont réalisés
en périphérie de la zone active de la matrice, c’est a dire
la zone comprenant les pixels. lls peuvent aussi étre ex-
ternes a la matrice.

[0018] Dansl'exempleillustré on a ainsireprésenté un
pixel Py, n, situé sur la niéme rangée Row, et la miéme
colonne Col,,,. llestadressable parla sélectionde laligne
de sélection r,, correspondant & la rangée Row,, et I'ap-
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plication d’'une tension d’affichage surla ligne de donnée
Cn, correspondant & la colonne Col,,.

[0019] Chaque pixel comprend une électrode pixel
EP, m respective, qui est une électrode conductrice réa-
lisée sur la matrice active. Cette électrode est transpa-
rente dans une application transmissive. Elle est opaque
dans une application réflective.

[0020] L’afficheurcomprend lamatrice active, un subs-
trat formant contre-électrode, et du cristal liquide entre
la matrice et la contre-électrode. Une capacité pixel est
formée entre chaque électrode pixel sur la matrice active
et la contre-électrode CE de I'afficheur.

[0021] L’électrode pixel EP, , du pixel P, ., est com-
mandée par un élément actif de commutation, généra-
lement un transistor comme illustré sur la figure. Au pixel
Pnm est ainsi associé un transistor T, ,, connecté en
série entre une ligne de donnée c,, commandée par le
driver colonne 2, et I'¢lectrode pixel EP, .. Ce transistor
est commandé par un signal de sélection de la rangée
correspondant au pixel considéré, appliqué par le driver
ligne 1. En pratique, la grille de ce transistor est connec-
tée a (ou formée par) la ligne de sélection de la rangée
considérée. Les grilles des transistors d'une méme ran-
gée sont en pratique toutes connectées a (ou formées
par) la méme ligne conductrice de la matrice active, sur
laquelle le driver ligne applique un signal de sélection de
rangée.

[0022] Le transistor associé a un pixel est rendu actif
par application d’'un signal de sélection sur la ligne de
sélection de rangée correspondante, par exemple sur la
rangée ry, pour le pixel P, ,, et application de la tension
achargersurune ligne de donnée associée, par exemple
sur la ligne de donnée c,,, pour le pixel Py, .. Le transistor
associé a un pixel permet ainsi de charger ce pixel P,
a une tension représentative du niveau de gris a afficher,
lorsque la ligne de sélection est adressée. Lorsque la
ligne n’est pas sélectionnée, le transistor est équivalent
aun circuit ouvert, isolant le pixel du reste de la matrice,
ce qui doit lui permettre de maintenir le niveau de tension
chargé, tout le temps d’'une trame vidéo.

[0023] A cet effet, une capacité de stockage est géné-
ralement prévue, formée entre 'électrode pixel EP, et
un niveau conducteur de la matrice active, la capacité
pixel étant insuffisante a maintenir le niveau de tension
sur toute la durée d'une trame, du fait des couplages
existants avec les lignes de sélection et de données voi-
sines, par l'intermédiaire de capacités parasites planai-
res. Cette capacité de stockage des pixels peut étre réa-
lisée de différentes fagons, utilisées seules ou en com-
binaison selon la technologie de matrice active considé-
rée. Dans I'exemple illustré, une capacité de stockage
C,; formée entre I'électrode pixel et |a ligne de sélection
précédente : par exemple, pour le pixel P, ., la capacité
de stockage Cg; est formée entre I'électrode pixel EP,
et la ligne de sélection r,,_;. Cette capacité peut étre ob-
tenue de différentes fagons. Par exemple la structure dite
"capacitor on gate" prévoit que le dessin de I'électrode
pixel est tel qu’il recouvre en partie la ligne de sélection
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précédente. On peut aussi prévoir un bus conducteur
entre chaque paire de lignes de sélection, qui est élec-
triquement connecté a la ligne de sélection précédente.
[0024] Dansl'exemple illustré, on dispose d’'une capa-
cité de stockage supplémentaire Cygp, formée entre
chaque électrode pixel et un plan conducteur GP, géné-
ralement appelé plan de masse, porté a une tension de
référence Vgp, et qui peut en pratique se situer en des-
sous ou au-dessus des lignes de sélection et de données
de la matrice.

[0025] Selon l'invention, on prévoit sur chaque ligne
de sélection de rangée de la matrice, une capacité de
stabilisation de cette ligne, dans le but d'augmenter la
capacité planaire de la ligne. De cette fagon, lorsque la
ligne n’est pas sélectionnée, la capacité planaire de la
ligne permet de rendre cette ligne et les pixels de cette
ligne, insensibles aux différentes perturbations dues a
I'état de haute impédance de la sortie correspondante
du driver ligne 1. Notamment I'effet de multi-sélection de
lignes est évité.

[0026] La figure 2 illustre une capacité de stabilisation
réalisée sur chaque ligne, en dehors de la zone active
de la matrice quicontient les pixels avec leurs transistors.
Dans 'exempleillustré, cette capacité de stabilisation est
réalisée entre les sorties du driverligne 1 etlazone active
ZA matérialisée en pointillé sur la figure. On a ainsi sur
la ligne r,,_4, respectivement r,,, une capacité de stabili-
sation associée CL,,_¢, respectivement CL,,. Chaque ca-
pacité de stabilisation est formée entre la ligne associée
qui forme une premiére électrode, et un bus conducteur
SB qui forme une deuxiéme électrode, alimenté par une
tension de référence Vref.

[0027] Latension de référence Vref peut étre une ten-
sion spécifique, définie en fonction des caractéristiques
de I'afficheur. Cette tension Vref est une tension conti-
nue. Ce peut étre typiquement la tension VGP du plan
de masse GP (figure 1), ou la tension VCE de la contre-
électrode. Une tension de référence fournie par le driver
ligne, typiquement la tension de blocage Vg des tran-
sistors de la matrice, peut également convenir. La ten-
sion de référence Vref est commune a toutes les capa-
cités de stabilisation de la matrice.

[0028] Une réalisation pratique simple de mise en
oeuvre comprend la formation sur la matrice active mais
en dehors de la zone active, d’un bus conducteur SP qui
croise toutes les lignes de sélection, typiquement un bus
vertical. Ce bus conducteur peut étre réalisé sur la ma-
trice sur un niveau conducteur séparé du niveau conduc-
teur des lignes de sélection par au moins une couche
d’isolant, de préférence sur un niveau technologique
existant, typiquement sur le méme niveau qu'un plan
conducteur GP de la matrice tel qu’illustré sur la figure 1.
[0029] Les figures 3 a 5 illustrent une capacité de sta-
bilisation réalisée selon I'invention, dans la zone active :
la capacité de stabilisation d’une ligne de sélection r,, est
réalisée dans la zone active de la matrice et distribuée
le long de cette ligne de sélection. Elle est équivalente a
M capacités élémentaires en paralléle: CLy, o, CL,, 41,
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une par colonne (ou ligne de donnée).

[0030] Dans I'exemple de mise en oeuvre illustré sur
la figure 3, on utilise un bus conducteur SP, sous forme
d’un plan conducteur réalisé sous ou au-dessus des li-
gnes de sélection et de données de la matrice, dans un
matériau conducteur transparent, porté au niveau de ten-
sion de référence Vref. Ce plan SP présente des parties
pleines en vis a vis des lignes de sélection, séparées du
niveau des lignes de sélection par au moins un niveau
d’isolant, formant ainsi les capacité de stabilisation des
lignes de sélection selon I'invention.

On obtient une capacité élémentaire de stabilisation as-
sociée a une ligne de sélection, par exemple la capacité
élémentaire CL, 4 o, associée a la ligne r, 4, sur la colon-
ne Col,,. Cette capacité de stabilisation CL,_4 , est con-
nectée entre la ligne de sélection r,_4 dans la colonne de
pixel Col,, etle plan conducteur SP. Cette capacité élé-
mentaire de stabilisation de la ligne r,_4 a une électrode
commune avec la capacité de stockage Cg du pixel Py, .
En effet cette capacité de stockage Cg; est formée dans
la colonne Coly, entre 'électrode pixel EP, , et la ligne
de sélection précédente r,,_q.

[0031] Sile plan conducteur SP comprend des parties
pleines sous les électrodes pixel, il forme en outre une
capacité de stockage supplémentaire Cst’ pour chaque
pixel. On a représenté cette capacité de stockage sup-
plémentaire Cst’ pour le pixel P, o, sur la figure : cette
capacité Cst' est formée entre I'électrode pixel EP,, ., et
le plan conducteur SP, par la portion de ce plan en regard
de I'électrode concernée.

[0032] Avantageusement, ce plan conducteur SP est
réalisé par un niveau technologique pré-existant dans la
matrice active disposé au-dessus ou en dessous des li-
gnes de sélection et de données de la matrice

[0033] On a vu notamment en relation avec la figure
1, que dans certaines structures de matrice active de
I'état de I'art, une capacité Cqgp est réalisée entre cha-
que électrode pixel et un plan conducteur GP, pour la
partie de ce plan de masse en regard de I'électrode pixel.
[0034] Ce planconducteur GP estréalisé dans un ma-
tériau conducteurtransparent parexemple en ITO. Il peut
étre enterré sous les couches correspondant aux tran-
sistors, c’est a dire sous la matrice de lignes de sélection
et de lignes de données. Ce plan de masse enterré est
dans certain cas de type bi-couche, avec une couche
opaque en plus de la couche transparente, par exemple
en titane réalisant un écran optique. Il peut étre disposé
au-dessus des lignes de sélection et de données de la
matrice, comme par exemple décrit dans la demande de
brevet EP 0682282 ayant pour titre "Liquid display device
with shielded pixel structure”. Ce plan conducteur cor-
respond alors a un blindage qui a pour effet d’écranter
les lignes de champ dues aux capacités planaires para-
sites entre les électrodes pixel et les lignes de sélection
et de données.

[0035] Ainsi,comme illustré surlafigure 1, une matrice
active peut comporter de maniére connue un plan con-
ducteur GP, réalisé au-dessus ou au-dessous des lignes
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de sélection et de données, porté a un niveau de réfé-
rence VGP déterminé, et qui offre une capacité de stoc-
kage Cgp associée a chaque pixel, formée entre I'élec-
trode de ce pixel et ce plan conducteur.

[0036] Surla figure 3, on a représenté un tel plan pré-
existant, noté GP. Si on utilise ce plan comme plan con-
ducteur pour réaliser une capacité de stabilisation de li-
gne selon l'invention, cela revient sur la figure a confon-
dre les plans SP et GP. La capacité C’ est alors con-
fondue avec la capacité Cqgp réalisée entre I'électrode
pixel et le plan GP (non représentée sur la figure 3, dans
un souci d’allegement du dessin).

[0037] Sice plan GP n’est pas un plan conducteur con-
tinu, c’est a dire s'il est évidé, la mise en oeuvre de I'in-
vention consiste alors simplement a modifier le dessin le
cas échéant pour qu'il présente en plus, des parties plei-
nes en vis a vis des lignes de sélection, pour former les
capacités de stabilisation de ligne selon l'invention.
[0038] Unintérétd’une telle mise en oeuvre de l'inven-
tion, est qu'il utilise un niveau technologique de matrices
de I'état de I'art, ce qui est avantageux en terme de réa-
lisation et de limitation du nombre de niveaux technolo-
giques.

[0039] Dans un autre exemple de mise en oeuvre de
linvention illustré sur les figures 4 et 5, on ajoute un bus
conducteur spécifique dans la matrice active. Dans cette
mise en oeuvre de l'invention, une capacité élémentaire
de stabilisation d’'une ligne de sélection, par exemple la
capacité CL_; ., de la ligne r,_4, dans la colonne Col,
est une capacité connectée a la ligne de sélection de
rangée r,_4 et formée avec ce bus conducteur spécifique
porté a une tension de référence Vref. Cette tension de
référence est typiquement une tension d’alimentation
continue, qui peut étre une tension spécifique, ou une
tension d’alimentation fournie par le driver ligne 1. Cette
tension spécifique doit en pratique étre une tension con-
tinue stable non sensible aux commutations des pistes
qui se croisent (couplage). On peut typiquement utiliser
la tension Vgoff de blocage des transistors, ou encore la
tension de référence appliquée sur le plan de masse GP.
Le niveau de tension est principalement déterminé de
maniéere a limiter les risques de disclinaison ou de fuites
optiques (mauvaises orientation des molécules de cristal
liquide) résultant de la tension parasite généré par ce
réseau de conducteurs.

[0040] Dans I'exemple illustré sur la figure 4, ce bus
comprend un réseau de conducteurs horizontaux B, 4,
B,,, chacun disposé entre une paire de ligne de sélection
-1, Iy, €t paralléles a celles-ci.

[0041] Dans I'exemple illustré sur la figure 5, ce bus
comprend un réseau de conducteurs verticaux By, B;j,+1,
chacun disposé entre une paire de ligne de données c,,,
Cm+1, €t paralléles a celles-ci.

[0042] Dans un exemple de réalisation du réseau de
conducteurs horizontaux de la figure 4, on pourra utiliser
en pratique le méme métal que celui des lignes de don-
nées C,, (métal source/drain des transistors TFT), par
exemple du molybdéne (Mo), pour réaliser la capacité
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de stabilisation de la ligne. En dehors des zones de croi-
sements, on utilisera de préférence le niveau de métal
de la ligne de sélection en paralléle, par exemple une
bicouche de Titane et de Molybdéne (TiMo).

[0043] Pour réaliser le réseau de conducteurs verti-
cauxde lafigure 5, on pourra utiliser en pratique le méme
métal que celui des lignes de sélection (TiMo). En dehors
des zones de croisements, on utilisera de préférence le
niveau de métal de la ligne de données en paralléle (Mo).
[0044] Ces conducteurs horizontaux ou verticaux peu-
vent également étre réalisés en utilisant le niveau tech-
nologique du plan de masse enterré ou du blindage, ou
un niveau conducteur spécifique disposé sous ou au-
dessus des lignes de données et de sélection, mais sous
forme d’un réseau de conducteurs en paralléles et non
plus d’'un plan continu.

[0045] Selon un aspect de I'invention, si le dessin de
ce bus spécifique estdéfini pour avoir une partie aumoins
en regard des électrodes pixels, ce bus spécifique peut
servirde bus de stockage supplémentaire pour les pixels.
Les possibilités de mise en oeuvre de cet aspect de I'in-
vention dépendent principalement de la place disponible
dans le pixel, du rendement recherché, des possibilités
de réparation,...

[0046] Surlafigure4,onaillustré unschéma électrique
équivalent de la capacité de stockage pixel associée a
I'électrode pixel EP, ,,, et la capacité de stabilisation as-
sociée a la ligne de sélection r,,_4 selon l'invention.
[0047] On trouve, ainsi en série, I'électrode pixel
EP, m la capacité de stockage Cy, la capacité de stabi-
lisation CL,, 4 m, le bus spécifique ry_y.

[0048] Si le dessin du conducteur associé a chaque
ligne de sélection est tel qu'’il passe sous I'électrode pixel
EPn’m, la partie du bus en vis a vis de I'électrode pixel,
sert aussi de capacité de stockage supplémentaire C’,
commeillustré en pointillé surlafigure 4, entre I'électrode
pixel EP,, o, et le bus. Ceci peut typiqguement étre obtenu
en prévoyant que chaque conducteur du réseau passe
sous une rangée d’électrodes pixel, avec un décroché
vers la ligne de sélection de maniére a passer au-dessus
ou au-dessous de cette ligne, de maniére a réaliser la
capacité de stabilisation de cette ligne. Le vis a vis du
conducteur avec chaque électrode pixel réalise la capa-
cité de stockage C; supplémentaire associée. En pra-
tique, on peut par exemple réaliser ces conducteurs ho-
rizontaux dans un matériau conducteur transparent, ty-
piqguement en ITO sur le méme niveau que les lignes de
sélection, pour la partie passant sous les électrodes
pixel. Pour réaliser le décroché vers les lignes de sélec-
tion, on pourra avantageusement utiliser le niveau des
lignes de données, et passer ainsi au-dessus des lignes
de sélection. De cette maniére, on n’utilise pas de niveau
technologique supplémentaire pour ce réseau de con-
ducteurs spécifique.

[0049] On trouve de maniere similaire sur la figure 5,
la capacité de stockage Cg;, la capacité de stabilisation
CL.1.m, €t, en pointillé, la capacité de stockage Cg;' ob-
tenue si le dessin du bus conducteur est tel qu’une partie
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au moins passe sous |'électrode pixel considérée. En
pratique, on peut par exemple réaliser ces conducteurs
verticaux dans un matériau conducteur transparent, ty-
piquement en ITO, sur le méme niveau que les lignes de
données.

[0050] D’une maniére générale, le bus conducteur se-
lon l'invention, formé par un plan conducteur ou un ré-
seau de conducteurs, est formé de préférence dans un
matériau conducteur transparent, de maniére a ne pas
perturber le taux d’ouverture des pixels. Notamment, s'il
comprend des parties sous ou au-dessus des électrodes
pixels, comme c’est notamment le cas si I'on cherche a
bénéficier d’'une capacité de stockage supplémentaire
réalisée avec ce bus ces parties doivent étre réalisées
dans un matériau conducteur transparent, par exemple
de I''TO. D’autres parties peuvent étre réalisées en ma-
tériau conducteur opaque, notamment les parties en vis
a vis des lignes de sélection, elle-méme opaques. Ces
aspects pratiques de réalisation vont dépendre des op-
tions de dessin retenues et de la technologie considérée.
[0051] L’invention qui vient d’étre décrite permet
d’améliorer la qualité de I'affichage sur des écrans a cris-
taux liquides a matrice active aussi bien des grands
écrans que des petits, sans rien céder au rendement de
fabrication, parce qu’elle peut étre mise en oeuvre en
utilisant des niveaux technologiques de la matrice exis-
tants, et que sa mise en oeuvre permet d’effectuer faci-
lement des réparations fiables. Les différentes mises en
oeuvres décrites sont choisies en fonction notamment
des niveaux technologiques existants de la matrice ac-
tive considérée. En particulier, elles dépendent des ni-
veaux technologiques utilisés pour réaliser les capacités
de stockage.

[0052] Elle s’applique notamment a des afficheurs uti-
lisant des matrices actives a drivers intégrés qui ont gé-
néralement cette particularité d’avoir des sorties en haute
impédance. Mais elle s’applique de fagon plus générale,
chaque fois que les lignes de sélection non sélectionnées
sont sensibles a des variations électriques dans leur voi-
sinage.

Revendications

1. Matrice active pour un écran a cristaux liquides,
comprenant :

dans une zone active (ZA), une pluralité d’élec-
trodes pixels (EP,, ,) chacune ayant une capa-
cité de stockage (Cg;) connectée a I'électrode
pixel et chacune adressable au moyen d’'une li-
gne de sélection (r,) parmi N lignes de sélection
et d’'une ligne de donnée (c,,) parmi M lignes de
données, les lignes de sélection étant adres-
sées en séquence au moyend’un circuitde com-
mande (1) ;

caractérisée en ce qu’elle comprend dans la
zone active (ZA) et pour chaque ligne de sélec-
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tion (r,,) reliée & une sortie du circuit de com-
mande (1), une capacité de stabilisation de ligne
(CL,) dont une premiére électrode est reliée a
ladite ligne de sélection (r,) et une deuxiéme
électrode est connectée a un bus conducteur
(SP) alimenté par une tension de référence con-
tinue (Vref), et qui est distribuée le long de la
ligne de sélection (r,,), équivalente 8 M capacités
de stabilisation élémentaires (CL, n, CLy m+1)
disposées en parallele, une par ligne de donnée

(Cm» Cm+1)-

Matrice active selonlarevendication 1, caractérisée
en ce que ladite tension de référence continue (Vref)
est commune a toutes les capacités de stabilisation
de la matrice.

Matrice active selon la revendication 1 ou 2, carac-
térisée en ce que ladite deuxiéme électrode de la
capacité de stabilisation d’'une ligne de sélection est
formée par un bus conducteur (SP) comprenant au
moins des parties en vis a vis des lignes de sélection,
séparées du niveau de ces lignes par au moins un
niveau d’isolant.

Matrice active selonlarevendication 3, caractérisée
en ce que ledit bus conducteur (SP) comprend un
réseau de conducteurs verticaux (B, B,,+1), paral-
Iéles aux dites lignes de données (C,, C41)-

Matrice active selonlarevendication 3, caractérisée
en ce que ledit bus conducteur (SP) comprend un
réseau de conducteurs horizontaux (B,_1, B,)), pa-
ralléles aux dites lignes de sélection (r,,_4, rp,).

Matrice active selon la revendication 4 ou 5, carac-
térisée en ce que lesdits conducteurs horizontaux
ou verticaux sont réalisés sur un ou des niveaux cor-
respondants aux lignes de sélection et/ou de don-
nées.

Matrice active selon 'une quelconque des revendi-
cations 3 a 5, caractérisée en ce que ledit bus con-
ducteur (SP) est formé par un plan conducteur réa-
lisé au-dessus ou au-dessous des lignes de sélec-
tion etde données, et séparé du niveau de ces lignes
par au moins un niveau d’isolant.

Matrice active selon larevendication 6, caractérisée
en ce que ledit bus conducteur (SB, SP) est formé
sur ou par un plan conducteur pré-existant (GP) de
la matrice.

Matrice active selon 'une quelconque des revendi-
cations 3 a 8, caractérisée en ce que ledit bus con-
ducteur comprend des parties en vis a vis des élec-
trodes pixel, sur un niveau séparé des électrodes
pixel par au moins un niveau d’isolant en sorte



11 EP 1 922 584 B1 12

qu’une capacité de stockage supplémentaire est for-
mée avec chaque électrode pixel.

10. Afficheur matriciel a cristaux liquides comprenant

1.

une matrice active selon 'une quelconque des re-
vendications précédentes.

Procédé de fabrication d’'une matrice active selon
'une quelconque des revendications précédentes,
pour un afficheur matriciel a cristal liquide a matrice
active, la matrice active comprenant :

dans une zone active (ZA) une pluralité d’élec-
trodes pixels (EP,, ,) chacune ayant une capa-
cité de stockage (Cg;) connectée a I'électrode
pixel et chacune adressable au moyen d’'une li-
gne de sélection (r,) parmi N lignes de sélection
et d’'une ligne de donnée (c,,) parmi M lignes de
données, les lignes de sélection étant adres-
sées en séquence au moyend’un circuitde com-
mande (1) ;

caractérisé en ce que le procédé consiste a
réaliser dans la zone active (ZA) et pour chaque
ligne de sélection (r,)) reliée a une sortie du cir-
cuit de commande (1), une capacité de stabili-
sation de ligne (CL,) qui est distribuée le long
de la ligne de sélection (r,)), équivalente a M ca-
pacités de stabilisation élémentaires (CL .
CL,, m+1) disposées en paralléle, une par ligne
de donnée (c,, Cy,+1), entre ladite ligne de sé-
lection (r,,) et un bus conducteur (SP) alimenté
par une tension de référence continue (Vref) et
qui est réalisé sur un niveau conducteur de la
matrice active.

Patentanspriiche

1.

Aktivmatrix fir eine Flissigkristallanzeige, umfas-
send:

in einem aktiven Bereich (ZA) eine Vielzahl von
Pixelelektroden (EP,, ), wobei jede eine Spei-
cherkapazitat (Cq;) aufweist, die mit der Pixele-
lektrode verbunden ist, und jede mittels einer
Auswahlzeile (r,,) unter N Auswahlzeilen und ei-
ner Datenzeile (c,,) unter M Datenzeilen adres-
sierbar ist, wobei die Auswahlzeilen sequentiell
mittels einer Steuerschaltung (1) adressiert wer-
den,

dadurch gekennzeichnet, dass sie in dem ak-
tiven Bereich (ZA) und fir jede mit einem Aus-
gang der Steuerschaltung (1) verbundene Aus-
wahlzeile (r,) eine Zeilenstabilisierungskapazi-
tat (CL,,) umfasst, von der eine erste Elektrode
mit der Auswahlzeile (r,) und eine zweite Elek-
trode mit einem leitenden mit einer Referenz-
gleichspannung (Vref) versorgten Bus (SP) ver-
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bunden sind, und die entlang der Auswahlzeile
(r,) verteilt ist und M elementaren Stabilisie-
rungskapazitaten (CL, ,, CLp.meq) entspricht,
welche je eine pro Datenzeile (C,,,, C,,,+1) paral-
lel angeordnet sind.

Aktivmatrix nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Referenzgleichspannung (Vref)
allen Stabilisierungskapazitaten der Matrix gemein-
sam ist.

Aktivmatrix nach Anspruch 1 oder 2, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die zweite Elektrode der Sta-
bilisierungskapazitat einer Auswahlzeile durch ei-
nen leitenden Bus (SP) gebildet ist, welcher mindes-
tens Bereiche gegeniiber den Auswahlzeilen auf-
weist, die von der Ebene dieser Zeilen durch min-
destens eine Isolierungsebene getrennt sind.

Aktivmatrix nach Anspruch 3, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der leitende Bus (SP) ein Netzwerk
aus vertikalen Leitern (B,,,, B,,+1) umfasst, die par-
allel zu den Datenzeilen (C,, C,+4) sind.

Aktivmatrix nach Anspruch 3, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der leitende Bus (SP) ein Netzwerk
aus horizontalen Leitern (B,,_, B,)) umfasst, die pa-
rallel zu den Auswahlzeilen (r,,4, r,) sind.

Aktivmatrix nach Anspruch 4 oder 5, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die horizontalen oder vertika-
len Leiter auf einer Ebene oder auf Ebenen herge-
stellt sind, die den Auswahlzeilen und/oder Daten-
zeilen entsprechen.

Aktivmatrix nach einem beliebigen der Anspriiche 3
bis 5, dadurch gekennzeichnet, dass der leitende
Bus (SP) durch eine leitende Ebene gebildet ist, die
Uber oder unter den Auswahl- und Datenzeilen her-
gestelltist und durch mindestens eine Isolierungse-
bene von der Ebene dieser Zeilen getrennt ist.

Aktivmatrix nach Anspruch 6, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der leitende Bus (SB, SP) auf einer
bereits vorhandenen leitenden Ebene (GP)oder
durch eine bereits vorhandene leitende Ebene
(GP)der Matrix gebildet ist.

Aktivmatrix nach einem beliebigen der Anspriiche 3
bis 8, dadurch gekennzeichnet, dass der leitende
Bus Bereiche gegeniiber den Pixelelektroden auf ei-
ner Ebene umfasst, die von den Pixelelektroden
durch mindestens eine Isolierungsebene getrennt
ist, so dass eine zusatzliche Speicherkapazitat mit
jeder Pixelelektrode gebildet wird.

10. FlUssigkristallmatrixanzeige mit einer Aktivmatrix

nach einem beliebigen der vorhergehenden Anspru-
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che.

Verfahren zur Herstellung einer Aktivmatrix nach ei-
nem beliebigen der vorhergehenden Anspriche fur
eine Flussigkristallaktivmatrixanzeige, wobei die Ak-
tivmatrix umfasst:

in einem aktiven Bereich (ZA) eine Vielzahl von
Pixelelektroden (EP,, ), wobei jede eine Spei-
cherkapazitat (Cq;) aufweist, die mit der Pixele-
lektrode verbunden ist, und jede mittels einer
Auswabhlzeile (r,) unter N Auswahlzeilen und ei-
ner Datenzeile (c,,) unter M Datenzeilen adres-
sierbar ist, wobei die Auswahlzeilen sequentiell
mittels einer Steuerschaltung (1) adressiert wer-
den,

dadurch gekennzeichnet, dass das Verfahren
darin besteht, in dem aktiven Bereich (ZA) und
furjede mit einem Ausgang der Steuerschaltung
(1) verbundene Auswahlzeile (r,) eine Zeilen-
stabilisierungskapazitat (CL,,) herzustellen, die
entlang der Auswahlzeile (r,,) verteilt ist und M
elementaren Stabilisierungskapazitaten (CL,, 1,
CL,, m+1) entspricht, welche je eine pro Daten-
zeile (C,, C,,+1) parallel zwischen der Auswahl-
zeile (r,) und einem leitenden Bus (SP) ange-
ordnet sind, der mit einer Referenzgleichspan-
nung (Vref) versorgt wird und auf einer leitenden
Ebene der Aktivmatrix hergestellt ist.

Claims

1.

2,

Active matrix for a liquid crystal display, comprising:

in an active zone (ZA), a plurality of pixel elec-
trodes (EP,, ,) each having a storage capacity
(Cst) connected to the pixel electrode and each
one addressable by means of a selection line
(r,) among N selection lines and a dataline (c,;,)
among M data lines, the selection lines being
addressed sequentially by means of a driver cir-
cuit (1);

characterised in that it comprises in the active
zone (ZA) and for each selection line (r,) con-
nected to a driver circuit output (1), a line stabi-
lisation capacity (CL,) having a first electrode
connected to said selection line (r,) and a sec-
ond electrode connected to a bus conductor
(SP) powered by a direct reference voltage
(Vref), and that is distributed along the selection
line (r,), equivalentto M elementary stabilisation
capacities (CL,,,,, CL,,+1) arranged in parallel,
one per data line (c,,, C,,+1).

Active matrix according to claim 1, characterised in
that said direct reference voltage (Vref) is common
to all the stabilisation capacities of the matrix.

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

3.

10.

1.

Active matrix according to claim 1 or 2, character-
ised in that said second electrode of the stabilisation
capacity of a selection line is formed by a bus con-
ductor (SP) comprising at least the parts opposite
the selection lines, separated from the level of these
lines by at least a level of insulation.

Active matrix according to claim 3, characterised in
that said bus conductor (SP) comprises a network
of vertical conductors (B,,, B,+4), parallel with said
data lines (C,, Cp+1)-

Active matrix according to claim 3, characterised in
that said bus conductor (SP) comprises a network
of horizontal vertical conductors (B,,.4, B,)), parallel
with said selection lines (r,-4, rp,).

Active matrix according to claim 4 or 5, character-
ised in that said horizontal or vertical conductors
are performed on one or several levels correspond-
ing to the selection and/or data lines.

Active matrix according to any one of claims 3 to 5,
characterised in that said bus conductor (SP) is
formed by a conductor plane performed above or
below the selection and data lines, and separated
from the level of these lines by at least one level of
insulation.

Active matrix according to claim 6, characterised in
that said bus conductor (SB, SP) is formed on or by
a pre-existing conductor plane (GP) of the matrix.

Active matrix according to any one of claims 3 to 8,
characterised in that said bus conductor comprises
parts opposite the pixel electrodes, on a level sepa-
rated from the pixel electrodes by at least one level
of insulation so that one additional storage capacity
is formed with each pixel electrode.

Liquid crystal matrix display comprising an active
matrix according to any one of the preceding claims.

Method for the production of an active matrix accord-
ing to any of the preceding claims for a liquid crystal
matrix display

with an active matrix, the active matrix comprising:

in an active zone (ZA), a plurality of pixel elec-
trodes (EP,,,,) each having a storage capacity
(Cgt) connected to the pixel electrode and each
addressable by means of a selection line (r,)
among N selection lines and a data line (c,)
among M data lines, the selection lines being
addressed sequentially by means of a driver cir-
cuit (1);

Characterised in that said method consists in
performing in said active zone (ZA) and for each
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selection line (r,) connected to a driver circuit
output (1), a line stabilisation capacity (CL,,) that
is distributed along the selection line (r,,)), equiv-
alent to M elementary stabilisation capacities
(CLym- CLym+1) arranged in parallel, one per
data line (¢, c+1), between said selection line
(r,) and a bus conductor (SP) powered by a di-
rect reference voltage (Vref) and performed on
a conductor level of the active matrix.
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